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 スピネル型 MgTi2O4は Ti-Ti 間で dimer を形成する事が知られている。MgTi2O4は Mg2+が非磁性であるた

め、Mg と Ti 間に磁気相互作用を持たない。ここで Mg2+をスピン 5/2 を持つ Mn2+に置き換えると、Mn と

Ti 間に磁気相互作用が働き、新しい物理現象が期待出来る。そこで、本研究では MgTi2O4及び Ti サイトに

V をドープした MnTi2-xVxO4 の多結晶試料を作成し、その物性を調べた。 

 Fig.1 の striction の結果から、MnTi2O4は矢印で示すように 180K 付

近から低温に向かって異常な格子の収縮を起こしている。一方、

MnTi1.4V0.6O4 ではそのような異常は見られない。この事は、MnTi2O4

は 180K から Ti-Ti dimer を形成し、V をドープすると Ti-Ti dimer が破

壊される事を示唆している。 

Fig.2 に示すように、MnTi2O4の電気抵抗率は最低温で発散している。

しかし V をドープした MnTi2-xVxO4の抵抗率では発散が抑えられてい

る。これは Ti-Ti dimer の形成によって系が絶縁体となり、V ドーピン

グによって Ti-Ti dimer が破壊されると金属的になると考えることで

理解出来る。さらに、V ドーピングに伴う MnTi2O4の Ti-V 間の電子

の飛び移りにる伝導性の増加の寄与も考えられる。 

 また、Fig.3 の inset に示すように、MnTi2O4の逆帯磁率は常磁性的

である。このことは、Mn-Mn 間の直接の相互作用が非常に小さいこ

と、また B サイト Ti が spin singlet を形成するために Mn-Ti 間相互作

用がないことで説明できる。一方、Fig.3 に示すように V をドープし

た MnTi2-xVxO4 の磁化は、50K 以下でフェリ磁性を示す。これは Ti-Ti 

Dimer が破壊されたために、Mn-Ti (or V) 間相互作用が働くためであ

ると考えられる。この様子を Fig.4 に示す。MnTi2O4の状態では Ti-Ti 

Dimer が形成されており、Mn-Ti 間相互作用が働かない状態となる。

そのために常磁性になる。一方、MnTi2-xVxO4 では V によって Ti-Ti 

dimer 破壊が起きており、Mn-Ti (or V) 間相互作用が働いてフェリ磁

性となる。 

 以上の結果から、MnTi2-xVxO4は Ti-Ti dimer が抵抗と磁性と構造を

支配していることが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2  MnTi2-xVxO4の抵抗率 

Fig.1  MnTi2-xVxO4の Striction 

Fig.3  MnTi2-xVxO4の磁化率 
インセットは逆帯磁率 
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Fig.4  V ドープによる状態変化 
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Fig.3  MnTi2-xVxO4の磁化率 
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